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1

Inventia se referd la tehnologia de producere a
semiconductorilor, in special la procedeele de
obtinere a nanostructurilor semiconductoare.

Esenta inventiei constd 1n aceea cd procedeul
de obtinere a nanostructurilor semiconductoare
include depunerea unei masti pe una din supra-
fetele unei placi semiconductoare, implantarea
ionilor, tratarea electrochimica si inlaturarea mastii.
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Implantarea ionilor se efectueazd la o energie a
ionilor de cel putin 30 keV, cu o doza de pana la
10" cm™, iar tratarea electrochimica se efectueaza
la trecerea curentului cu o densitate de cel putin
100 mA/cm’.
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Descriere:
Inventia se refera la tehnologia semiconductorilor, in special la procedeele de obtinere a nanostruc-

turilor semiconductoare.

Este cunoscut procedeul de obtinere a nanostructurii semiconductoare din siliciu care consta in
depunerea in prealabil a unei masti metalice pe una din fetele semiconductorului si iradierea acestei fete
cu ioni grei accelerati [1].

Dezavantajul acestui procedeu consta in imposibilitatea obtinerii unei nanostructuri semiconductoare
cu orientarea bine determinata a porilor.

in calitate de cea mai apropiati solutie a inventiei serveste procedeul de obtinere a nanostructurilor
semiconductoare, care include depunerea unei masti metalice pe una din fetele placii semiconductoare,
implantarea ionilor de energie 1nalta si prelucrarea electrochimica a stratului implantat [2].

Dezavantajul acestui procedeu consta in aceea cd nanostructura obtinutd nu contine regiuni poroase
de diferite orientari bine determinate, adica imposibilitatea de dirijare simultana cu orientarea porilor in
diferite regiuni ale semiconductorului.

Problema pe care o rezolva inventia consta in obtinerea nanostructurilor semiconductoare cu pori de
orientare bine determinata.

Esenta inventiei consta 1n aceea ca procedeul de obtinere a nanostructurilor semiconductoare include
depunerea unei masti pe una din suprafetele unei placi semiconductoare, implantarea ionilor, tratarea
electrochimica si inlaturarea mastii, totodatd implantarea ionilor se efectueaza la o energie a ionilor de cel
putin 30 keV, cu o dozi de pani la 10" cm™ iar tratarea electrochimici se efectueazi la trecerea
curentului cu o densitate de cel putin 100 mA/cm®.

Rezultatul inventiei constd in nanostructurarea in volum a probelor semiconductoare cu orientarea
bine determinata a porilor in diferite regiuni.

Inventia se explica printr-o figurd, care reprezintd nanostructura semiconductoare, ce poseda diferite
regiuni poroase cu orientarea bine determinata a porilor.

Exemplu de realizare a inventiei

Pe suprafata unei placi semiconductoare de n-InP cu orientarea (100), prealabil curatata cu acetona
sau alcool izopropilic, se depune o masca de fotorezist PR1618, se acoperd selectiv regiuni cu
dimensiunile de 100 x 100 micrometri, se implanteaza cu ioni de Ar la o energie de 2 keV si o doza de
10" ¢m™, dupd ce urmeazi corodarea electrochimica in solutie apoasa de HCI 5% la intensitatea
curentului de 300 mA/cm?,

Ulterior placa se clateste in apa distilatd si se inlatura masca cu solutie de acetona.
Nanostructura semiconductoare obtinuta poseda diferite regiuni poroase cu orientarea bine

determinata a porilor (vezi fig.).
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(57) Revendicare:

Procedeu de obtinere a nanostructurilor semiconductoare ce include depunerea unei masti pe una
din suprafetele unei placi semiconductoare, implantarea ionilor, tratarea electrochimica si inldturarea
mastii, caracterizat prin aceea ci implantarea ionilor se efectueaza la o energie a ionilor de pana la 30
keV, cu o doza de pana la 10" cm’%, iar tratarea electrochimica se efectueazi la trecerea curentului cu o
densitate de cel putin 100 mA/cm®.
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